
縦型 2DHGダイヤモンド MOSFET ; 
ゲート幅 10 mmでの大電流動作(~1 A)の達成 

Vertical-type 2DHG Diamond MOSFET; 

Achievement of High Drain Current Operation (~1 A) by Gate Width 10 mm   
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縦型デバイスは、横型デバイスに比べ集積化が可能であり、高耐圧/低オン抵抗・大電流動作に

優位である。そのため縦型デバイスの開発はパワーデバイス応用において必要不可欠である。我々
はC-H終端構造及び高温ALD-Al2O3

[1]により面方位に依存せず誘起される2次元正孔ガス（2DHG）
を利用した縦型 2DHG ダ
イヤモンド MOSFET の作
製 を 行 い [2][3] 、 横 型
MOSFETs に匹敵する電流
密度(200 mA/mm)と on/off
比(~ 108)を報告してきた[3]。
また、オーバーラップゲー
ト構造の導入・トレンチ幅
の縮小により、電流密度
5000 A/cm2とオン抵抗 4.8 
mcm2 を達成してきた[4]。
しかし、従来の縦型 2DHG
ダイヤモンドMOSFETsはゲート幅(WG)が 25-50 µmと短
く、大電流動作をさせるためにはゲート幅を増加させる
必要があった。本研究では、Fig.1に示すような 1デバイ
ス中に複数のトレンチを形成した構造を採用することに
よりゲート幅(WG)を最大 10 mm程度まで増加させ、ドレ
イン電流 1 Aに迫る値での動作を達成した。 
今回作製したゲート幅(WG) : 10 mmのデバイスの光学

顕微鏡写真を Fig.1に示す。トレンチは幅 5 µm、深さ 2 µm
である。本研究では形成するトレンチ数(1-80個)を変える
ことでゲート幅(WG)を約 0.1~10 mmと変化させた。Fig.2
にゲート幅とドレイン電流値(@VDS : -10 V, VGS : -20 V)の
関係を示す。ゲート幅 2 mm まではゲート幅増加に伴う
ドレイン(IDS)電流値の増加率が約 100 mA/mmと確認でき
る。しかし、ゲート幅 2 mm 以上となると増加率が減少
する。この原因としては、ゲート幅の増加により基板抵
抗の割合が増加してくるためであると考えられる。VDS：
-10 V で IDS : 0.4 A が得られるゲート幅(WG) : 10 mmのデ
バイスのパルス測定(Duty比：0.1)での IDS-VDS特性(Fig.3)
では、VDS：-25 Vにて最大ドレイン電流 0.96 A (@VGS : -20 
V)が得られ、1 Aに匹敵する大電流動作を確認した。以上
の結果から、本研究の構造により縦型ダイヤモンド
MOSFETsの大電流化が可能である事が確認され、パワー
デバイス応用に向けた縦型高出力 MOSFETs 実現の可能
性が示唆される。  
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